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【はじめに】SiC MOS 反転層におけるホール効果移動度(μHall)を用いた電子移動度評価が注目されている。す

でに酸窒化膜を用いた Si 面 SiC MOSFET において異なるアクセプタ濃度(NA)に対する μHallが評価されており

[1-3]、それを基に様々な反転層内の電子散乱機構モデルが提案されている[1-4]。その１つとして、低 NA素子

では主にフォノン散乱移動度(phonon)が μHallを律速するモデルが提案されている[2,3]. これは、NAを 1×1014 cm-3

台まで低減するとことで μHallが飽和しはじめるともに、その垂直実効電界(Eeff)依存性がphononと類似すること

から、低 NAの素子における μHallが μphononに近い値であるとの考察に基づく。低 NA素子において μHallの温度依

存性は、室温付近(250 K-348 K)でのみ報告されており、この温度範囲では T-0.4に従うと判明している[2,3]。ま

た、異なる評価方法でC面SiC MOSFETのμphononを評価すると室温においては前述の手法で定めたSi面のμphonon

とよく一致する[5]。一方で、C面における μphononの温度依存性を広範囲(223 K-423 K)で調べると T-0.85に従い[5]、

累乗係数は室温付近での Si 面の報告値(-0.4)より小さい。本研究では、Si面における μHallの温度依存性を明確

化するため、室温より高温領域で低 NA素子の μHallを評価し、広範囲で温度依存性を検討したので報告する。 

【実験内容及び結果】n型 Si 面 4H-SiC基板の p型エピタキシャル層上にホールバー付き平面 MOSFET を作

製し、ホール効果測定を実施した。ウェル領域の NAはおよそ 2×1014 cm-3とし、ゲート絶縁膜は膜厚およそ 50 

nmの酸窒化を用いた。図 1は μHallの温度依存性を示す。室温より高温化すると単調に μHallが減少し、323 K-473 

K の範囲では Eeffが 0.2 MV/cmにおいて μHallは T-1.0に従い、累乗係数が室温付近より減少すると判明した。累

乗係数は散乱機構に依存することを考慮すると、高温ではクーロン散乱の影響が減少しフォノン散乱の影響が

より顕在化することを示唆する。 

【結論】低 NA素子の μHallは室温より高温領域で単調減少し、温度依存性は室温付近よりも大きい。これは高

温領域でフォノン散乱の寄与がより顕在化することを示唆する。 
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図 1 μHallの温度依存性 
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